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Sekil-1'deki yap1 kullanilarak CMOS teknolojisi ile akim kontrollu ikinci kusak akim
tasiyic1 (CCCII+) olusturulacak ve bu yap1 kullanilarak Sekil-2’deki band geciren siizgec
devresi gerceklestirtilecektir. Akim tasiyicinin kutuplama akiminin Io < 150uA, X
ucundan iceriye dogru bakildiginda goriilecek Rx parazitik direncinin de degerinin
Rx < (150pA/ V)t bolgesinde olmasi ongortilmiistiir.

CMOS kontrollu akim tasiyici tasarimi

a- Uygun bir CMOS gerceklestirme teknolojisi seciniz, devredeki MOS
tranzistorlarin boyutlarim yukaridaki sartlara gore belirleyiniz.

SPICE benzetim programin kullanarak

b- Akim tasiyicinin temel DC karakteristiklerini ( Vx = Vx (Vy), Ix = Ix (Vy), Iz = Iz (Ix)
cikartiniz. Bunun icin Io kutuplama akimini parametre aliniz, her bir Io akimi i¢in
karakteristiklerinin nasil degistigini gozleyiniz).

c- Devrenin X ucundan iceriye dogru bakildiginda goriilecek Rx cikis direncinin
frekansla degisimini inceleyiniz. (Yol gosterme: Bunun icin Y ucunu referansa getirip,
X ucuna bir Vx gerilim kaynag: baglayimiz, AC bileseni 1 alarak ve calisma frekansini
uygun bir aralikta tarayarak ix akimimin nasil degistigini gozleyiniz, bunu
parametre olarak aldiginiz her bir Ip kutuplama akimai i¢in tekrarlayiniz).

d- (c) de elde ettiginiz sonuclardan yararlanarak Rx direncinin Io akimi ile degisimini
ciziniz.

e- Elde ettiginiz sonuclari, 6ngoriilen hedefe ulasip ulasamadiginizi, hesapla benzetim
arasinda fark varsa nedenlerini de belirterek yorumlayiniz.

CCCII tabanh band geciren siizgec¢ tasarimi

a- CMOS kontrollu akim tasiyict kullanilarak akort frekansi fo = 150kHz, deger
katsayis1 Q = 2.2 olan akim modlu bir band geciren siizgec tasarlanacaktir. Siizgec
yapisl, gecis islevi, kutup acisal frekans1 ve kutup acisal frekansi deger katsayisi
orani bagintilar1 Sekil-2’de verilmistir. Eleman degerlerini belirleyiniz.

SPICE benzetim programi yardimiyla

b- Siizgecin frekans karakteristigini ¢ikartiniz, ideal siizgec karakteristigi ile birlikte
ayni eksene ¢iziniz.

c- Io akimina cesitli degerler vererek, fo akort frekansinin akort edilebilirligini
inceleyiniz; fo = f(Io) degisimini ¢iziniz.

d- Girise uygulanabilecek maksimum isaret seviyesini gecis islevinden yararlanarak
hesaplayiniz.

e- Giris isareti genligini diisiik seviyelerden itibaren arttirarak THD toplam harmonik
distorsiyonunun cikis genligi ile degisimini inceleyiniz.

f- Giris isaretini diisiik distorsiyonlu bir seviyede tutarak yiik direncini sifirdan
itibaren uygun araliklarla arttirarak Vo ¢ikis geriliminin ve THD toplam harmonik
distorsiyonunun Ry, yiik direnci ile degisimini inceleyiniz.

g- Elde ettiginiz sonuglar1 yorumlayiniz.



Kullanilacak CMOS  teknolojisi WEB sayfasinda belirtilen adresten
alinabilir. Istediginiz bir teknolojiyi secebilirsiniz.
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Sekil-1 CMOS kontrollu akim tasiyici
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Sekil-2. Kontrollu akim tastyici tabanli band gegiren slizgec




